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１．概要（Summary） 
 学校の実験室で工学実験として電子回路やソフトウェア

を学ぶのと同様に半導体デバイスの設計製作評価を可

能にするため、簡素化したデバイス作製プロセス開発に

取り組んでいる。これまで検討してきた簡素化 p-n 接合の

作製方法を用いて MOSFET の簡素化作製プロセスを実

現できている。現在この p-n 接合作製方法とシリコンの異

方性エッチングを組み合わせ、教科書で学習するトランジ

スタと同じ構造のバイポーラトランジスタを実現する方法を

検討している。 
Fig. 1 にその概要を示す。このトランジスタの実現には、

正確なベース領域制御及びトランジスタ寸法の制御が必

要である。そのためにはエッチングマスクとなる窒化シリコ

ン薄膜パタン及びそれを作製するためのレジストパタンの

正確な寸法制御が重要である。まず、最も重要なレジスト

パタンの寸法制御が正確にできているかを調べる必要が

ある。 
２．実験（Experiment） 
・利用した主な装置 

マスクレス露光装置(大日本科研社製,MX-1204) 
触針式表面形状測定器（アルバック社製，Dektak8） 

・実験方法 
 正確な寸法のレジストパタンの作製にはマスクレス露光 

装置を用いた。評価パタンはラインアンドスペースパタン

で、レジスト膜厚を約 500nm、幅を 0.1～20µm 
(0.1,0.2,0.4,0.7,1,2,4,7,10,15,20)まで変化させ、0.5mm
から 1mmの長さになるよう露光現像した。2mm以下の線

幅を EB で、それ以上をマスクレス露光装置で作製する。

レジストは、マスクレス露光装置では AZ1500 を用いた。

18µJ/cm2で露光、TMAH2.38%で現像し、レジストパタ

ンを作製した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 に Dektak8 で測定した結果例を示す。2µm ま

でのレジスとパタンを実現できていることがわかる。今後、

このパタンをつなぎ合わせ長さを約 3mm のパタンとし、

Boro Silicate Glass 薄膜のエッチング加工をおこなう。

EB 露光では、ZEP520A を用い、加速電圧を 30kV から

70kV まで変化させ、最適条件を探索している。 
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(a)  Cross sectional view of the silicon 
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(b)  Cross sectional view of the photo resist 
pattern as the mask for  reactive ion etching mask  

 
Fig. 1 The schematic view of the Silicon Micro 
Alloy  

 
Fig. 2 Typical measurement result of the 
photo-resist patterns fabricated by the Mask-less 
Exposure system   


